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(57) Anordnung zur Ausrichtung flachenhafter 
Gegenstande, insbesondere zur Ausrichtung van 
lithografischen Masken relativ zu einem Wafer In 
Projektionseinrichtungen zum schrittweisen Strukturieren 
Oder Inspizieren von Feldern auf dem Wafer, bei der die 
Gutausbeute bei der Herstellung mrkroelektronischar 
Bauelemente m'rt geringem Zeitaufwand und 
Voraussetzungen zur Standardisierung gesteigert warden 
soil, wobei eine beliebige Wahi des Feldes moglich 1st und 
keine Neujustage von Oberdeckungssystamen bei 
Anderung der GrdBedes Feldes erforderlich ist- Die Losung 
besteht in der Anordnung von Marken auf dem Gegenstand 
in zwei sich schneidenden die maximale 8UdfeldgrdBe des 
Projektionsobjektives tangterenden Streif en, wobei 
vorteithaft zwet Marken einen rechten Wrnkel einschlie&en, 
die Streifen als Ritzgraben ausgebifdet sind und die 
Maskenmarken langer ausgebildet sind als die Abbildung 
der Marken des Wafers in der Maskenebene. Die Erfindung 
1st in der Figur 4 umfassend dargestellt. Fig. 4 
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Patentanspruch: 

1 Anordnung zur Ausrichtung flachenhafter Gegenstande, insbesondere zur Ausrichtung von 
lithografischen Masken relativ zu einem Wafer in Projektionseinrichtungen zum schnttweisen 
Strukturieren oder zum inspizieren von Feldern auf dem Wafer 

Mit einem Projektionsobjektiv, uber das die radial zur Projektionsachse zulaufenden, stnchformigen 
und jeweils korrespondierenden Marken des Wafers und der Maske ineinanderabgebildet werden, 
wobei die Marken auf dem Wafer sich in geraden, nicht zur Strukturierung oder zur Inspektion 
vorgesehehen Strelfen befinden. 

Des weiteren mit Uberdeckungssystemen,wetcheausder Abbildung korrespondierenden Marken 
SignalezurSteuerung von Antneben zur Translation und Rotation von Maske und/oder Wafer in 
einer Ebene ableiten, dadurch gekennzeichnet, daB jedem Feld (12) auf dem Wafer (8) mindestens 
drei Marken (2) zugeordnet sind, die in zwei sich schneidenden, die maximale Bildfeldgrd&e (1 1 ) des 
Projektionsobiektives (6) tangierenden Streifen (13) angeordnet sind, wobei die Marken (2) auf dem 
Wafer (8) und die zugeordneten Oberdeckungssysteme (9) unabhangig von der gewahlten 
BHdfeidgrSBe (12) einefixe mafcliche Konfiguration einnehmen. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft genau je drei Marken (2; 1 ) auf dem 
Wafer (8) und Maske (5) vorgesehen sind und drei Oberdeckungssysteme (9) instaltiert sind. 

3 Ariordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daft zwei radial zur Projektionsachse (1 5) 
zulaufende Marken (1 ; 2) einen rechten Winkel einschlieften, wobei zwei Antriebe vorgesehen sind, 
die eine Translation von Wafer (8) oder Maske (5) senkrecht zur Richtung dieser zwei Marken (1.1 
und 1 .2) bewirken und ein dritter Antrieb vorgesehen ist, der eine Rotation von Wafer (8) und/oder 
Maske (5) urn den Schnittpunkt (16) zweferin der Mitte der zwei Marken (1.1 und 1.2) errichteten 
Senkrechten {26 und 27) ausfuhrt 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft die tangierenden Streifen (13) als 
Ritzgraben auf dem Wafer (8) ausgeblldet sind. 

5. Anordnung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daft die Marken (1) der Maske (5) 
langer ausgebildet sind als die Abbiidung der Marken (2) des Wafers (8) in der Maskenebene. 

Hierzu 4 Seiten Zeichnungen. 



Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Effindung betrifft eine Anordnung zur Ausrichtung flachenhafter Gegenstande, insbesondere zur Ausrichtung von 
lithografischen Masken relativ zu einem Wafer in Projektionseinrichtungen zur Herstellung oder zur Inspektion 
mikrolithografischer Strukturen. Sie ist weiterhin uberall dort anwendbar, wo mittels Markenanordnungen f lachenhafte 
Gegenstande zueinander Justiert oder ausgerichtet werden mussen, um eine optimale ortliche Zuordnung beziehungsweise • 
Paarung zu erreichen. 



Charakteristik der bekannten technischen L6sungen 

Bei der Herstellung integrierter Schaltungen mittels Einrichtungen zur schnttweisen Fotolithografie ist es notwendig, uber eine 
Projektionseinrichtung nacheinander die Origin a Istruktur einer Anzahl von Masken auf vorbestimrnte Stellen eines Wafers 
abzubiiden. Diese Abbildung veriangt bei Strukturen im Mikrometerbereich ei nen exakten drtlichen Bezug der Originalstrukturen 
im genutzten Meskenfeld der Maske zu den Waferstrukturen in der Bildebene eines Projektionsobjektives. Diese genau 
reproduzierbare Ausrichtung erfolgt in bekannter Weise mittels Marken oder ais solche wirkende Strukturen, indem die auf der 
Maske befindlichen Marken mittels sogenannter Oberdeckungssysteme zu den entsprechenden Wafermarken in eine 
wiederholbare und reproduzierbare Relativlage gebracht werden, bei der die Bildpunkte des genutzten Maskenfeldes ihre 
entsprechenden Waferpunkte exakt Oberdecken. 

In der Regel sind die maximaie Maskenf eldgro&e und das maximal bearbeitbare Waferf eld durch das Projektionsobjektiv mit 5- 
bis lOfacher Verkleinerung gegeben, wobei in dem bearbeitbaren Waferfeld mehrere Chips mit ihren technologisch 
notwendigen Rit2gr§ben angeordnet sein konnen. Die Marken auf dem Wafer sind zweckmafcigerweise in diesen Ritzgraben 
angeordnet sodaS rndglichst keine Waferflache fur die Bearbeitung verlorengeht. In Spie Vol. 334. optical Microrrthographv- 
Technologyforthe mid-198 OS (1982), Seite 14 off ist eine derartige Markenanordnung beschriebeii, GemaB dieser Ldsung 
werden radial zur Projektionsachse zulaufende strichfarmige Marken auf dem Wafer in den Ritzgraben eingebracht, wobe? je zu 
bearbeitendes Waferfeid vier Marken vorgesehen sind. Die sich auf zwei sich rechtwinklig schneidenden Geraden befinden und 
die in zwei zueinander Paralleien Ritzgraben angeordnet sind. 
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Nachteilig bei dieser Losung ist, daB keine beiiebige Anderung der ChipgrdBe oder der GroBe des Waferfeld^magM^oh^ 
dafi eine Luiustage des Oberdeckungssystems erforderilch ware. Diese Neujustage bringt auBer Reprodurierbarkeitsfehlem 
elnen eSSufwand in der Fertigung mit sich. Bel der Strukturierung der Waferoberfl ache mH derartigen an parallels 
Ritzgraben gebundenen Marken muB die Markenkonfiguretion der ChipgroBe spezifisch angepaBt werden kflnnen und somft 
das Oberdeckungssystem entsprechend verstellbar sein. Ein weiterer Nachteil 1st .daB beim Strukturier^odar Ir^erender 
Waferfelderaufumerschiedlichen,ge^^ 

Justierung der Oberdeckungssysteme in Kauf genomman werden mGssen. Das f Ghrt zu EinschrSnkungen in der Flexiblhtat der 



Fertigung. 



Zlel der Erfindung 



Die Erfindung bezweckt die Erhdhung dertechnologischen Precision und eine Steigening der Gutausbeute bei der Herstellung 
von rnikroeiektronischen Bauelementen mit geringem Zeitaufwand und Voraussetzungen zur Standardising. 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung zur Ausrichtung flachenhafter Gegenatf nde zu schaffen, die es ermdgllcht, eine 
beiiebige Gr66e eines Feldes eines Qegenstandeszu strukturleren oder zu Inspizieren, wobei bei Anderung der GrdBe des Feldes 
keine Neujustage der Oberdeckungssysteme erforderiich ist und wobei die Ausrichtung unabhSngig von der verwendeten 
ProjektionseinrichtungwiederholgenauausfQhrbarist. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geldst, daB bei einer Anordnung zur Ausrichtung flachenhafter Gegenstande, 
insbesondere zur Ausrichtung von lithografischen Maskenreiativzueinem Wafer in Projektionseinrichtungenzumschnttweisen 
Stiukturieren oder zum Inspizieren yon Feldern auf dem Wafer, mit einem Projektionsobjektiv, uber das die radial zur 
Projektionsachse zulaufenden, strichformigen und jewells korrespondlerenden Marken des Wafers und der Maske Ineinander 
abgebildet werden, wobei die Marken auf dem Wafer sich in geraden, nicht zur Strukturierung oder Inspektion vorgesehenen 
Streifen befinden, des weiteren mit Oberdecku ngssystemen, welche aus der Abbiidung korrespondierender Marken Slgnale zur 
Steuerung von Antrieben zur Translation und Rotation von Maske und/oder Wafer in einer Ebene ableiten, jedem Feld auf dem 
Wafer mindestens drei Marken zugeordnet sind, die in zwei sich schneidenden, die maximale BildfeldgrdBe des 
Projektioneobjektives tangferenden Streifen angeordnet sind, wobei die Marken auf dem Wafer und die zugeordneten 
Oberdeckungssysteme unabhangig von der gew§hlten BildfeldgrdBe eine fixe maBliche Konffguration einnehmen. Mit einer 
derartigen Markenanordnung ist es moglich, jede beiiebige FeldgroBe auf der pberflache eines Gegenstandes zu bearbeiten 
oder zu prufen,ohnedaB dabei die Anordnung der Marken und damit auch der Oberdeckungssysteme geandert werden muBte. 
Bei einer gewollten Anderung der FeldgrdBe ist ein und dieseibe Markenkonfiguration anwendbar, wobei sich beim Ubergang 
auf weitere Proiektionseinrichtungen die MaBstabsfehler und die Farbquertehler nur minimal auf die Genauigkeit der 
Ausrichtung auswirken kdnnen. 

Vorteilhaft hfnslchtiich des Aufwandes ist es dabei, wenn genau ]e drei Marken auf Wafer und Maske vorgesehen sind und drei 
Oberdeckungssysteme installiert sind und wenn zwei radial zur Projektionsachse zulaufende Marken einen rechten Winkei 
einschlieBen, wobei zwei Antriebe vorgesehen sind, die eine Translation von Wafer oder Maske senkrecht zur Rlchtung dieser 
zwei Marken bewirken, und ein dritter Antrieb vorgesehen ist, der eine Rotation von Wafer und/oder Maske urn den Schnittpunkt 
zweier in der Mitte der zwei Marken errichteten Senkrechten auafflhrt. 

Eine gunstige Gestaltung der Anordnung ergibt sich auch dann, wenn die tangierenden Streifen als Ritzgraben auf dem Wafer 
ausgebildet sind. 

Vorteiie bezugllch des Ausrichtens derflachenhaften Gegenstande in verschiedenen Proiektionseinrichtungen mit radial 
unterschledlich angeordneten Uberdeckungssystemen ergeben sich dann, wenn die Marken der Maske langer ausgebildet sind 
als die Abbiidung der Marken des Wafers in der Maskenebene. 

Ausftihrungsbefspiel 

In der Zefchnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung dargestellt und zwar zeigen: 

Rg. 1 : Die Anwendung der Erfindung In einem lithografischen Projektionsaystem 
F1g.2: Die erfindungsgemaBe Anordnung der Marken auf dem Wafer 
Rg.3: Die der Rg.2 zugehdrige Anordnung der Marken auf der Maske 
Fig. 4: Schematische Darstellung der Gberdeckenden Bewegungen 

In Rg. 1 ist eine fotollthografische Proiektionsern rlchtung dargestellt, bei der mittels Marken 2 auf dem Wafer 8 und Marken 1 auf 
der Maske 5 ein exakter drterlicher Bezug der Originalatrukturen 3 im genuztzten Maskenfeld 4 In der Objektebene eines 
Projektionssystems 6zu Waferstrukturen 7 in der Blldebene des Projektionsaystems 6 veriangt wird. Dieser Bezug wird In 
bekannter Weise mittels Marken oder als sotche wirkende Strukturen (1 ; 2) errefcht, indem die auf der Maske 5 befindllchen 
Maskenmarken 1 mittels sogenannter Oberdeckungssysteme 9 zu den entsprechend en Wafermarken 2 in eine wiederhol- und 
reproduzierbare Relativlage gebracht werden, bei der die Bcldpunkte des genutzten Maskenfeldes 4 ihre entsprechenden 
Werkstuckpunkte 7 exakt uberdecken. 

Allgemein ist die maximale MaskenfeldgrdBe 10 und das maximal bearbaitbare Waferfeld 11 durch das Projektionssystem 6 
gegeben, wobei in diesem bearbeitbaren Waferfeld 1 1 mehrere Chips 12 mit ihren technologisch notwendigen Ritzgraben 13 
angeordnet sein konnen. Der Wafer 8 befindet sich dazu in der Regel auf einem Koordinatentisch 14» der translatorlsch in zwei 
Koordinaten in einer Ebene senkrecht zu der Projektionsachse 1 5 baweglich ist. 
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Die Anordnung def Marton 2 1st in Fig. "ai^jjlt. sich schnei denden das maximal bearbeitbareWaferfeid 

E rnndun 9 a fl em8Bbef,ndans^ 

11tanfl,arendenRtagrabe^ 

^r= a h d- 

nT^lTnlv 1 2und1 3aindentsprechendRg.3nochnichtinUbardackungmitd8nMarkan 2 des Wafers 
f 'VA ZLtn ^eWeile 23 d 24 und 25 die Qberdeckenden Bewagungen der Projektionsaniage an. Die transiatorischen 

' de! ■ 522! 1 Lt; 1.2 und 1.3 mit den Marken 2.1 ; 2.2 und 2.3 wird von ,e einem Uberdeckungsaystem 9 reg.stnert. 
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